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В ходе работы проводилось исследование магнитооптических свойств тонких плёнок сплавов Гейслера Ni2MnGa, Ni2(Fe0,8Co0,2)Ga, Co2MnSi. 
Поликристаллическая плёнка Ni2MnGa, толщиной 1 мкм, была изготовлена путём напыления Ni49,5Mn28Ga22,5 на монокристаллическую пластинку MgO при температуре 320 К. Компоненты плёнки отжигались при температуре 1073 К в течение 1 ч в условиях высокого вакуума. В плёнке наблюдался мартенситный переход при Т = 316 К [1].
Плёнка Ni2(Fe0,8Co0,2)Ga, толщиной 1 мкм, получена магнетронным распылением на подложку при T = 773 K. Точный состав плёнки определяется формулой Ni49,44Fe18,64Co4,09Ga27,83. В ней также наблюдался мартенситный переход, температура которого составила 250 К.
Тонкие плёнки Co2MnSi были изготовлены двумя способами — магнетронным распылением (МР; MS) и импульсным лазерным осаждением (ИЛО; PLD). Образцы напылялись на монокристаллические подложки кремния и арсенида галлия GaAs. Частота следования лазерных импульсов составляла 10 Гц, длительность каждого 12 нс. Очистка поверхностей подложек проводилась путём отжига при 873 К в течение 40 мин.
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Магнитооптические свойства изучались в геометрии экваториального эффекта Керра (ЭЭК). Измерения спектральных, полевых и температурных зависимостей ЭЭК были проведены в диапазоне энергий от 0,5 до 4 эВ, в полях напряжённостью до 3,5 кЭ и в области температур от 50 до 370К К.

На температурных зависимостях ЭЭК в области мартенситного перехода наблюдался температурный гистерезис и падение величины эффекта с уменьшением температуры.
Было установлено, что для всех исследованных соединений спектральные зависимости ЭЭК при высоких и низких температурах различаются только интенсивностью. При этом положения всех характерных максимумов сохраняются. На основании идентичности спектров можно сделать вывод о том, что электронная структура образцов в области энергий 0,5 — 4 эВ не меняется при мартенситном переходе. 
При сравнении спектров ЭЭК (рис. 1) тонких плёнок Co2MnSi, напылённых магнетронным распылением (MS) на подложки GaAs и Si и методом ИЛО (PLD) на подложку GaAs, установлено, что величина ЭЭК и вид спектра зависят от состава и технологии изготовления сплавов, но не зависят от материала подложки.
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На рис. 2 приведены совместно спектральные зависимости ЭЭК для всех исследованных сплавов Гейслера при низких температурах. Стрелками отмечены близкие по расположению максимумы в разных спектрах. Их можно условно разделить на четыре группы: 1 — отрицательные максимумы в районе 0,6 — 0,9 эВ; 2 — положительные максимумы в районе 1 — 1,6 эВ; 3 — отрицательные максимумы в районе  1,7 — 1,9 эВ; 4 — максимумы в районе 2,8 — 3,1 эВ.

Максимумы 1 группы наблюдаются для обеих Ni-содер-жащих плёнок и для МР-плёнки Co2MnSi. 

Пики 2 группы присутствуют на всех четырёх спектрах (для МР-плёнки Co2MnSi как такового максимума не наблюдается, но есть характерная «особенность»). Таким образом, переходы с энергиями в диапазоне 1 — 1,6 эВ проявляются во всех рассмотренных сплавах Гейслера.

3 группа содержит только отрицательные максимумы для спектров Ni-содержащих образцов.
В 4 группе для плёнок Ni2(Fe0,8Co0,2)Ga и Co2MnGa (ИЛО) наблюдаются положительные максимумы. Вид кривой для Ni2MnGa в районе 3 эВ принципиально отличается. 

Согласно теоретическим расчётам электронной структуры [2], наличие наиболее интенсивных пиков в магнитооптических спектрах главным образом связано с переходами между d-уровнями переходных металлов (гибридизированных с s- и p-уровнями), поэтому вид спектров в значительной степени меняется при изменении состава исследуемых сплавов. Как было показано на примере Co2MnSi, технология изготовления может вызывать разупорядочения в строении сплавов, что также оказывает существенное влияние на их электронную структуру.
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Рис. 1. Спектральные зависимости ЭЭК (transversal Kerr effect; TKE) тонких плёнок Co2MnSi и CoSi при Т = 300 К. 
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Рис. 2. Спектральные зависимости ЭЭК всех исследованных сплавов Гейслера. Стрелками отмечены близкие по расположению максимумы.
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